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(S) Integrierte Schaltung mit QMOS-Strukturen fur zwei yersorgungsspannungen 
© Integrierte Schaltung mit CMOS-Strukturen fur zwei 

Versorgungsspannungen (+VCC und -VBB), die in eihem 

Wannengebiet dieser CMOSrStrukturen aufweist: 

~ mindesfens einen integrierte n M OS-Transistor einer 

Kanal-Polaritat entgegengesetzt zu der Poiaritit des Wan- 

nehgebietes dieser CMOS-Strukturen und mit einer brain 
- oder Source, die mit Masse verbu nden ist, und 

- ejnen WannengebietsanschluB, einen Gate-AnschluB 

und einen Source- oder. Drain-Anschf ufc dieses MOS^ 

Transistors, die mit einem gemeirisamen Potential knoten 

(-VBB oder+VCC) eiher der zwei Versorgungsspannun- 
gen entsprechend der Polaritat des Wannengebietes ver- 

bunden sihd. 



CO 



-VBB 



CMOS 



IC 



CM 
O 

IO 



60 
CO 



BUNDESDRUCKEREI 01.99 802 171/18/9 



18 



DE 38 06 951 C 2 

Beschreibung 

Die vorJiegende>Erfindung betrjfft monolithisch integrierte Halbieiterschaltungen uhddabei eine integrierte S chaltung . 
mit CMOS-Strukturen fur zwei Versoi£ungsspaririurigen. 
S Der wirtschaftliche Einsatz von integrierten CMOS-Schaltungen hat sich allmalilich gefestigt und ist fur fast jede Art 
von Microelektronikanwendung interessant. Heute wird diese Technologic in mindestens drei Viertel der hergestellten 
' nicht-bipolaren integrierten Einfichtung wirtschafUich eingesetzt. Einer der problematischen Aspekte der CMQS-Tech- 
nbldjpe ist iinmer da^^ 

gen als Thyristor wirken konnen, der ein Riickkopplungsphanomen, bekarint als ."Latch-Up", hervorruft, das oft eine zer- 

10 storende Wirkung bat. Der "Latch-Up" ist jahrelang einer der Hauptfaktoren zur Verzogerung der wirtschaftlichen An- 
wendung der CMOS-Technbiogie geweseri, wpbei die Konkuirehzlechnologieny narnlich die Bipolar- und ^nzelkanal- 
MOS-Technologie, frei yon diesem Phanomen sind. \^ele vbrbeugende,.vermindemde und schtitzende Techniken gegen 
Latch-Up sind- entwickelt worden und heute ist der Latch-Up in integrierten CMOS-Schaltungen, die fast den grbBten 
Anteil an hergestellten digitalen, integrierten Schaltungen ausmachen, pi^tisch eliminiert worden . Wei terhin werderi 

15 CMOS-Schaltungen heutzutage weit verbreitet in integrierten Schaltungen eingesetzt, die gemischte Funktiorien (Ana- 
log-Digital) ausfuhreh, wo sie praktisch Knzelkahal-MOS-Scnaltungen ersem 

Auf diesem Anwendurigsgebiet gibt es herkoihrnlich zwei Versorgungsspannungen: Eine positive (VCC = +5 V) urid 
eine negative (VBB = -5 V) in Bezug auf Masse (GND = 0 V). Es ist auf diesem Anwendungsgebiet eine gute Entkopp- 
liing sowohl zwischeri . digitalen uhd analogen Teilen der integrierten Schaltung als auch zwischen unterschiedlichen * 

20, Schaltungsabschnitten, die innerhalb der integrierten Einrichtungen (z. B. Ubertragungs- und Empfangsschaltungsab- 
. schnitte) wirken, ; obhgatbrisch. Zu diesem ZWeck ist ublich, daB in: A/D- und D/A-Wandlern uhd im allgemeinen fur 
Ahalog/-Digital integrierte Schaltungen mit Hilfe von Kondensatoren die Versorgungen "sauber" ger\alten werden, die 
zwischen eine Versorgung und die ahdere urid zwischen jede Versorgung und Masse geschaltet sind. Diese Kondensato- 
ren haben.notwenchgerW^ hohe Kapazi tats werte (bis zu 100 Microfarad) und kbnneri deshalb, wenn einmal 

25 aufgeladen, none bzw. starke Stromspitzen hervorrufen, d. h. sie sind im Stande hohe Strome Fur extrem beschrankte 
Zeitabschnitte zu lieferh. . . \ ■ * . ■-' 

Solch eine typische Schaltungsanbrdnung mit Kohdensatbreri wird in Fig. 1 gezeigt. '.-./':. 
. . Es ist leicht zu verstehen, daB mit der zunehmenden Anzahl von \fersorgungen das Problem der. Latch-Up- Verhiride- 
rung schwieriger Wird. Die Wahrscheinlichkeit nimrnt zu, dafi^ als Auswirkung einer besUiiunten zeitlichen Variation der ; 

30 Versorgungsspannungen, einer der Pole der integrierten Schaltung in einer relativ ungunstigen Art gepolt wird, womit. 
ein direktes Vorspan n en * der i n neren Ubergarige der in tegrierten Einrichtun g (Verbi ndung , die ei hen Latch-Up be wi rken 
kann) hervorgerufen wird. 

Z. B., wenn die integrierte. Einrichtung ein P-Wannen-CMOS.ist und wenn die -5 V. Versorgungsspanriung angelegt 
wird mit einer gewissen Verzogerung gegenuber der +5 V Versorgungsspannungy macht sich ein kurzzei tiger hinsichtlich; 
35 der Spanriung nicht definierter (Floating)-Zustand des Pols der negativen Versorgung der integrierten Schaltung als,eine 
positive Vorspannung des VBB-Anschlusses (Pols) hervorgerufen durch eine kapazitive Teilung der VCC-Spannung an 
^den Schutzkondensatoren (gleich +5 V) bemerkbar, entsprechend der.Gleichung: 
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VBB = VCC CO 



CO + C2 



. Deshalb dst fur C2 = CO danri VBB = +2,5 V fiir den.ganzen Zeitabschnitt, walirenddem der VBB- Versorgung zuge- 
ordnete Pol der integrierten Schaltung nicht an die richtige Versorgungsspannung vbn -5 V angelegt ist " ; . 

Auch die GegenmaBnahme, namlich die Ausleguhg des Kondensators CO viel groBer als der Kondensator C2; ist nicht 
45 irnmer anwendbar. Es ist dabei. leicht zu verstehen, daB fiir den Hersteller integrierter Schaltungen es schwierig ist, die 
Verwendungeri derselben vorherzusehen urid damit welcher Kondensator anwendungsspezifisch veirweridet werden soil, 
ohne strerige Anweridungsspezifikationen aufzuerlegen, die vbn den Anwendem kaum hmgendrnmen werden konnen. 

Fur einen Hersteller integrierter Schaltungen liegt eine typische Situation, wie in Fig. 2 gezeigt vor, wobei die Kapazi - 
tat zwischen einem P- Wannen-Gebiet und dem Substrat yiel grofier ist, als die Kapazi tat zwischen einem N^din^uridier^ ' 
50 ten Gebiet uhd dem P-Wannen-Gebiet (Cj^wannen/sub CN+^.wannen)- ^ solch einer Situation steigt das P- WannenrPbtentiai 
leicht auf einen Wert sehr nahe an dei* VCC-Spannung an und der P-Wanhen/N+-Ubergang wird direkt vorgespannt, 
wenn innerhalb der P-Wannen-Zpne auf Masse liegende N4-Diff\isionsgebiete vorhanden sind. Diese auf-Masse liegen- 
deri Diffusionsgebiete : sind ziemlich sicher vorhanden, weil fur den Entwickler integrierter Schaltungen (da keine N-Ka- 
nal-MOS-Transistoren mit einer Source verfugbar sind, die rnit der Masse in Form eines Substrats verbunden sind) fiir. 
55 stabile Bedihgungen VBB auf ^einem Potential (-5 V) seinmuB. 

Deshalb muB der Entwickler von integrierten Schaltungen diese Gebiete schutzen, aber der Schutz gegen Latch-Up 
hat einen besdmmten Gebietsverlust Oder Hachenverlust zur Folge, der sich in einer gewissen Begrenzung in der Zahl 
von N-Kanal-Transistoren mit auf Masse liegender Source auswirkt, die wirtschafUich beim Entwickeln der integrierten 
. Schaltungen eingesetzt werden konnen. 
60 In Fig. 3 wird gezeigt, was in einer integrierten Schaltung mit zwei Versorgungen geschehen kann, wenn auf einer 
Schaltungsplatine andere Bauelemente mit zwei Versorgungen verbunden sind und eine verzogerte Anlegung der VBB- 
Spannung relativ zur VCC-Spannung das direkte Vorspahneri des inneren P^Wannen/N+-Ubergangs (Dioden) hervorge- 
rufen hat. 

Die mogliche Anwesenheit eines Operationsverstarkers, wie in Fig. 3 schematisch gezeigt, erzeugt einen Strompfad: 
65 VCC-Operatipnsverstarker-VBB-P-Wannen/N+ Diode-GND; der fur das'Auslosen der Latch-Up-Bedingung mit einer 
folgenden, moglichen Zerstbrung der integrierten Schaltung verantwortlich ist. In einem solchen Fall ist der injizierte 
Strom selbst bei Abwesenheit von zwischen clen Versorgungen angeschlossen Kondensatoren relativ groB. 
\ Natiirlich sind die oben stehend angegebenen Probleme auch in einer. N-Wannen-CMOS-Einrichtung gegeben^ wenn 
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die positive Versorgiing {VCC) mit einer bestirnmten Verzogerung gegenuber der negativen Versorgungsspannung 
(VBB) angelegt wird. In diesem Fail sind die Polaritaten umgekehrt und dabei erseizen also die N-W^nnen und die P+- 
Diffusionsgebiete die P-Wannen-.bzw. N+-Diffiisionsgebiete in den zugeordneten Figuren und in der oben stehenden Er- " 
lauterung. 

Ein allgemeiner Rat, der nbch von Herstellem integrierter Schaltungen rur die Abhilfe des Pr^ 5 
blattern.gegeben wird, ist, daB eine Schottky-Diode, die wie in Fig: 3 mit der Phantomfigur (gestrichelte Linie) gezeigt 
(d. h. zwischen VCC und GND im FaUe ei^ verwendet wird; oder daB ein Konden- 

sator CO viel groBer als C2 und CI fur den Fall vorgesehen ist, daB Storungs-Bypass-Kondensatoren zwischen den Ver- 
. sorgungen verwendet werden. . 

Weiterhin bekanrit sind Karten bzw. Leiterplatten, die fur P-Wannen-CMOS integrierte Schaltungen mit zwei Versor- 10 
gurigsspannungen geeignet sind, und bewuBt Anschliisse der der VBB-Spannung zugeordneten Leiterbahnen haben, die 
weiter vorstehen als die Masseanschlusse und insbesondere weiter als die Anschliisse, die der VCC-Spannung zugeord- 
net sind, so daB beim Einschieben der Karte, auf die P-Wannen-CMOS integrierte Einrichtung untergebracht sind, die 
. Vereoi^ungssparinung entsprech^ 

= +5 V. Beim Herausziehen der Karte werden diese Versorgungsspannungen entsprechend der umgekehrten Folge abge- 15 
ixennt. Offensichtlich vermeidet eine solche Losung Latch-Up-ftoblerne nur wahrend des Einschiebens und Herauszie- 
hens der Karte, wobei solch eirie MaBnahme nicht mehr nutzlich ist, sobald CMOS integrierte Schaltungen vom P~Wan- 
nen- als auch vom Typ N-Wanne zusammen auf der gleichen Systemkarte benutzt werden, d. h. CMOS-Schaltungen vor- 
liegen. * - ' • , - ■ m - - # - ■/. 

Eine weitere Schaltung ist aus JP-58-225664 A, in: Patent Abstracts of Japan, Sect E, Vol. 8 (1983> (E-237) bekannt, 20 
die den Latch-Up-Effekt dadurch verhindeit, daB ein ringfbrrniges n-leiterides Gebiet urn die CMOS-Struktur vorgese- 
hen ist. Ein Nachteil dieser Losurig ist der groBe.Flachenaufwarid. ■ ' 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine integrierte Schaltung . mit CMOSVStrukturen fiir zwei Versor- 
.;. gungsspannungen anzugeben, die wirksam gegen Latch^XJp geschiitzt sind, ohne daB fiir diesen Zweck besondere Hilfs- 
rnittel in den auBeren Versorgungsschaltungen der integrierten Einrichtung, und ohne daB flachenaufwendige Strukturen 25 
innerhalb des CMOS-Halbleiters erforderlich sind. [ ? 

. Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Gegenstands des Anspruchs 1 gelost. ■ 

Die Erfindung wird anhand der Figuren erl'&utert, es zeigt: " ' . - 

Fig. 1 eine herkommliche Schaltungsanordnung mit externen Bypasskondensatoren zwischen den Versorgungsspan- 
. nungen einer integrierten CMOS-Schaltung mit zwei Versorgungsspannungen; ? <\:; 30 

Fig. 2 schematisch zur Erlauterung die kritischen kapazitiven Kopplungen einer P-Wanneh-CMOSrEinrichtung; 

Fig. 3 schematisch eine mogliche Situation, die zu einem unerwunschten ^ 

:Fig. 4 ein grundlegendes Schalt.ungsdiag;ramm des Gegenstandes der Erfindung, bei einer integrierten P- Wan nen- " 
• CMOS-Schaltung; und 

Fig. 5 ein grundlegendes' Schaltungsdiagramm des Gegenstandes der Erfindung bei einer integrierten N-Wanneh- 35 
CMOS-Schaltung. . 

: Die Fig. 1,2 und 3 sind bereits eingangs mit Bezug auf die Erlauterung des Standes der Technik beschrieben worden. 

Wie in Fig. 4 fur den Fall einer integrierten P-Wannen- CMOS-Schaltung gezeigt, ist die kritische Bedingung fiir das 
Auslosen eines Latch-Up-Phanpmens dadurch gegeben, daB der Versorgungsanschlufi VBB potentialmaBig "schwimmt" . 
bzw. schwebt (floating) (Zustand 1), anstatt fest auf -5 V (Zustand 2) zu. liegen. 40 
. Entsprechend, wie in Fig. 5 fur den Fall einer integrierten N-Wannen-CMOS-Schaltung gezeigt, wird der kritische Zu- 
stand fur das Auslosen des Latch-Up-Phandmens dadurch angegeben, daB der VersorgungsanschluB VCC potentialma- 
Big "schwimmf (Zustand 1), anstatt fest auf +5 V (Zustand 2) zu liegen. 

In der folgenden Beschreibuhg, die fiir den Fall der integrierten P-Wanneri-CMOStSchaltung gilt, wird, wo immer es 
moglich odei- nutzlich ist, der imFalle einer N-Wannen-CMOS-Einfichtung geltende Zustand in Analogie dadurch an- 45 
gedeutet, daB er in Klammern _ angegeben wird. " \ - " . 

Wenn aus irgendeinem z^falligen Grund der Zustand 1 eintritt, also wehn der AnschluB oder der der VBB- Versor- 
gungsspannung zugeordnete Potentialknoten auf einem schwimmenden Potential (VCC schwimmend) ist und sobald das / 
Potential am Knoten VBB (V CQ ein positives (negatives) Potential gegenuber der Masse annimmt, wird der integrierte 
N-Kanal-(P-Kanal)-Schutztrahsistor deb folgenden Zustanden unterliegen: 50 

VGS Vth^h mit VGS = VBB schwimmend 
(VGS Vthto^imiVGS = VCC schwimmend)" • 

und er wird einschalten, wobei das Potential des Knotens VBB (VCC) auf die zugeordnete Schwellenspannung VtrK^ 55 
(V th<J>p) abfallt. 

: ■ Auf diese Weise ist es durch eine passende Dimensionierung des Werts der extrapolierteh Schwellenspannung des 
Schutztransistors bei der Erfindung moglich, eine direkte \brspannung des betrachteten intemen tjbergangs der inte- 
grierten Schaltung zu verhindern. 

•In dem Zustand 2, der vorliegt, wenn die Versorgungsspannung VBB (VCC) die richtige Polung hat, wird der inte- 60 
grierte Schutztransistor eine Gatespannung uhterhalb seiner Schwellenspannung aufweisen: 

VGS = O V mit Vth<(>N O V 
(VGS = 0 V mit Vth$ p O V) 



Eteshalb wird im Zustand 2, d. h. bei normalemBetrieb der integrierten Schaltung, VBB == -5 V (VCC = +5 V) sein 
urid der integrierte MOS-Schutztransistor mit vier Anschliissen wird gesperrt sein. Um diesen Zustand sicherzustellen, 
ist'es notwendig, dem Schutztransistor den typischen Wert der extrapolierten Schwellenspannung aufzuerlegen: 



65 
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* Vth(() N = -K),45y 
(Vth<tv = ^0,45V) 

5 Mit solch einem Wert der extrapolierten Schwelle von ungefahr 0,45 V wird sich tatsachlich bei dem Zustand .1 das 
positive VBB-Potential (negative VCC-Potential) uber den leitenderi.MOS-Schutztransistor entladen, bis.die Spannung 
auf ungefahr 0,45 V (-0>45 V) abfallt, -wenn &e folgende Bedingung eingeta 

VGS = Vth()) N 

10 (VGS = Vth<t> P ) =■ • - f * . . 

und der MOS-Schutztransistor wird leitend bleiben, ohne aber das Potential des VBB (VCC) Knotens weiter zu entladen. 
Jedoch reicht dies aus f um ein direktes, Vorspannen des t)bergangs zu verhindem, wofur ein Potential von ungefahr 0,6 
bis 0,7 V (-0,6 bis i-0,7 V) erforderlich ist 
15 Es wird notwendig sein, daB das N+ (P+) Source-Dififusionsgebiet, das mit der Masse des integrierten Schutztransi- 
stors bei der Erfindurig verburiden ist, rait geeigneten Schutzringen gegen Latcb-Up versehen wird, weil der zugeprdnete 
Ubergang beim Zustand 1 direkt vorgespannt wird. Jedoch ist das eine Anti-Latch^Up-Ahordnung, die von vornherein 
bei diesem einzeinen Transistor und fiir die gesamte integrierte Schaltuhg erforderlich ist. 

" Weil die absoluten Werte und die Anderungsbereiche so wohl fur integrierte P-Wannen-Einrichtungen als auch fiir in- 
20 tegrierte N- Wannen-Einrichtungen identisch sind, wird aus Griinderi der Einfachheit in der f olgenden Erlauterung anstatt 
v des Gebrauphs der doppelten (geklarnmerten) Schreibweise, wie in der vorhergehenden Beschreibiihg, eine Betrags- 
schreibweise benutzt werden. " 

Eihe akzeptableZuverlassigkeit der Schutzeihrichtung als Gegenstand der vorliegenderi Erfindurig wird durch. ein 
Schwellenpotential des Schutztransistors sichergestellt ;.>'". .- 

25 . ' • ■ - ■ . ' . " . ; "- .' : " 

ivth<t>i = ±ioomv - ; ; .; • 

In i solch einem Fall sind dieEx.tremwe.rte des Variationsbereichs: 

3Q : 10,3571" : x , \0A5V\ ■ \0,55V\ ; ,': - 

min typical max 

Die Temperaturabhangigkeit des Betrags Vthty der Schweilenspannung wird untenstehend erlautert. 
35 - Fiir einen M OS-Transistor sindjiie typischen Werte von dlVth<j>l/dt: . 1 

d\Vttiv\ ., = 2,5 m V .. 

40 - - • . *' . ■; : . * •■ - . ■ 

Es ist bekannt, daB solch ein Wert weiterhin vermindert wird, wenn die Schwelle des Bauteils so eingestellt wird, wie 
es vorzugsweise durch eine Erhohung der Ladung rrutHilfe von Iohen-Implantation der Fall 1st. Jedoch, vorsichtshalber, 
erweitert sich der Variationsbereich durch das Anwenden des Temperaturkoeffizienten yon 2,5 mV/°C auf den Variati- 
/ onsbereich def Schweilenspannung Vth<(> fiir Temperaturwerte zwischen -40°C und +100 °C wie folgt: 

45 ' 1160**1 < {Vth0] < ; 1710 M ; : ■ ... 
min (T=100°Q ri^ (r?=40°C) ' 

50 Der untere Extremwert 10,16 VI des Anderungsbereichs der Schweilenspannung ist noch ausreichend hoch, um den 
Grenz- oder Abschaltziistand (cut-off) des MOS-Schutztransistors auch bei hohen Temperaturen, wenn die integrierte. 
Schaltung normal arbeitet (VBB = -5 V, VCC = *+5 V), sicherzustellen. Wenn diese Bedingungeri riicht eingehalten wer- 
den, entiteht ein standiger Strom weg von den gemeinsarnen Pbtentialknoten VBB nach Masse (oder VCC nach Masse 
fiir den Fall einer N-Wannen-Einrichtung), der die Niedrig-Verbrauchs-Charakteristiken der integrierten Schaltung be- 

55 sonders wahrend Wartezustanden oder leistungsabgesenkten Zustanden verschlechtert. . 

Der obere Extremwert des Variationsbereichs der Schweilenspannung wird wichtig, wenn der Schutztransistor leitet 
und eine direkte Vorspannung des intemen Ubergangs der integrierten Schaltung yerhindert werden muB. Der Extrem 7 
wert von 10,710 VI ist realistisch, weil aiich die VBE-Spannung mit dem Abfall der Temperatur ahnlich erhoht wird, so- 
gar wenn: . . - 

(so • : . 

, iVBEI<: 10,710 VI 

ist. . 

Prinzipiell gilt, daB bei niedrigen Temperaturen der Strom, der in einen direkt vorgespannten Ubergang injiziert wer- 
65 den muB, um Latch-Up auszulosen, stark erhoht ist, wegen der Verminderung (mit der niedrigen Temperatur) der Strbm- 
verstarkung (P) des parasitaren bipolaren Transistors. . "\- 

GemaB einer besonders vorteilhafteri Ausfuhrungsform der Errindung sollte die Kanallange (L) des integrierten MOS- 
Transistors mindestens zweimal so lang wie die Minimallange der Strukturen des bestimmten CMOS-Herstellungspro- 
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zesses sein, der zur Hersteilung der integrierten Schalturig mit dem Ziel verwendet wird, die "Unter der Schwelle liegen- . 
den"-Strome zu Tediizieren, wenn der MOS-Schutztransistor ein Abschalten bei einer Temperatur nahe des betrachteten 
Makimums bewirkt. > 

Die Weite (W).des integrierten Schutztransistors, der kompatibel mit den Charakteristiken des verwendeten Herstel- 
lungsprozesses ist, sollte bevorzugterweise relativ groB sein, um den Serienwiderstahd (Ron) des Schutztrapsistors so 5 
klein wie moglich zu machen, und sie sollte in jedem Fall ausreicheri, zu erlauben, daB ziemlich groBe Strome ohne eine 
ubermaBig aristeigende Erhdhung der Drain-Source-Spannung nach Masse flieBen konnen. Die W-Abmessung des inte- 
grierten Schutztransis tors sollte in der Praxis sein: 

WN = 3000-^5000 Micrometer iin Fall einer P-Wannen-CMOS^Einrichtung, wohingegen im Fall einer N-Wannen- 
CMdS-Ei'nrichtung WP= 10.000 -15.000 Micrometer ist. r 10 

Diese relativ groBen Abmessungen des integrierten Schutztransistors sind mit Hinsicht auf die Gesamtflache der her- 
gesteilten ihtegrierteri Schaltung nicht besohders von Nachteil, da nur ein einziger Schutztransistor fur die gesarnte inte- 
grierte Schaltung notwendig ist. ' , 

Die integrierte CMOS-Schaltung fur zwei Versorgungsspannungeh, die so.mit der Schutzeinrichtung versehen ist, bie- 
tet bemerkenswerte Vorteile gegenuber den bekannten Losungen des I^tch-Up-Kontrollproblems in dieser Gruppe von 15 
integrierten Schaltungen. Mit Hilfe eines einzigeh, zusatzlichen integrierten MO§7Sehutztrahsistors werden Latch-Up- 
Probleme wirksam in einem Chip verhindert, unabhangig von der auBeren Beschaltuhg. 

Konstruktionseinschrankurigeh bei Karten bzw. Platinen mit diesen integrierten Schaltungen (z. B. auch Bypass-Kon- 
dehsatoren) sind vorteilhafterweise uberflussig. Weiterhin ist die Notwendigkeit des Einsatzes von zusatzlichen exteirnen 
Bauelementen, wie Schottky-Dioden entfallen, die die Zu verlassigkeit der Karte selbst vermindern. AuBerdem wird mit 20 * 
steigendem Einsatz von integrierten P-Wanrien- } und N- Wannen-CMOS Eihrichtungen in dem gleichen System die Un- 
! terbringung beider Arten von Einrichtungen auf' der gleichen Systemkarte leicht moglich sein, ohne daB besondere Pro- 
bleme bezuglich des Sic hers tellens einer korrekten Einschieb-Herausziehfolge der Kontakte der Versorgungsbahnen 
beim Kartenaustausch auftreten. ■■ :\ . 

Patentanspruche v . 

L Integrierte Schaltung mit CMOS-Strukturen fur zwei Versorgungsspannungen (+VCC. und - VBB), die in einem 
". Wan nengebiet dieser CMOS-Strukturen auf wet si: • .. 

-_. mindestens einen integrierten MOS-Transistor einer Kan al-PoIaritat entgegengesetzt zu der Polaritat des 30 
Wantiengebietes' dieser CMOS-Strukturen und ^mit einer Drain oder Source, die mit Masse verbunden ist, und 
- einen WannengebietsanschluB, einen Gate-AnschluB und einen; Source- oder Drain- Anschlu 6 dieses MOS- 
Transistors, die mit einent g^meinsamen Pbtentialknoten (-VBB oder +VCC) einer der zwei Yersorgungsspan- 
nuiagen entsprechend der Polaritat des. Wannengebietes verbunden sind! . ■. 

2. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1 , dadurch gekerinzeichhet , daB die CMOS-Strukturen P- Wannenstruktu- 35 
. ren sind, daB der MOS -Transistor ein N-Kanal Transistor ist, daB der Substratbereich, das Gate und die Source des 

Transistors iiber den Versorgungsknoten -VBB mit der negati veh Spahnung verbunden sind, und daB die Drain des 
Transistors mit Masse verbunden isL ' . 

3. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichq^^ . 
ren sind, daB der MOS-Transistor eiri P-Kanal-Transistor ist, daB der S ubstratbereich, das Gate und die Drain des 40 

; . Transistors iiber den Versorgungsknoten + VCC mit der pbsiu ven Spannung verbunden sind, und daB die Source des . 

' • Transistors; mit Masse verbunden ist. ' ' . ■ : ■ '- s 

,4:. Integrierte Schaltung nach Anspruch 2^ dadurch gekennzeicKnet, daB der MOS-Transistor eine Kanallange, die 
mindestens gleich zweimal der Minimallange des zur Heristellung der integrierten Schaltung eingesetzten Herstel- 
lungsprozesses ist, und eihe Weite zwischen 3000 und 5000 Micrometer hat: . 45 

5. Integrierte Schaltung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der MOS-Transistor eine Kanallange, die 

. . mindestens gleich zweimal der Minimallange des ziir Herstellung der integrierten Schaltung eingesetzten Herstet 
lungsprozesses ist, und eine Weite zwischen 10.000 und 15.000 Micrometer hat. 
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